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はじめに 

われわれは，PbS コロイド量子ドット

(CQD)を用いて，可視から 2μm 程度の短波

長赤外(SWIR)領域で光電変換可能な太陽電

池の高性能化に取組んできた[1]．しかしなが

ら，着目する波長領域を拡張すると，光取り

込電極の透明導電性薄膜の自由キャリア吸

収が，外部量子収率を低減させる要因の一つ

となっていることを明らかにした[2]．本講演

では，近赤外から SWIR で高透過率を示す透

明導電性薄膜(Ta ドープ酸化錫)[3]を用いた，

量子ドット太陽電池の高性能化を行ったの

で報告する． 

実験 

透明導電性薄膜は，TiO2 シード層上 PLD

法で積層した Ta ドープ SnO2(TTO)[3]と，比

較として F ドープ SnO2 (FTO)を用いた．それ

ぞれのシート抵抗は約 12Ω/sq とした[3]．第

一励起子吸収ピークを 1.62m に示す PbS 

CQD を用いた．CQD 溶液を上の ZnO ナノワ

イヤ(NW)層(1.2 m 厚)に，スピンコート法で

充填した後，オーバーコート層(300 nm)を形成

し，最後に Au 薄膜を蒸着して，太陽電池を作

製した(Fig. 1)．太陽電池の電流電圧曲線は，

0.3~2.0 m で太陽光(AM1.5G，100 mW/cm2)と

良好な近似を示すソーラーシミュレータを用

いて測定した． 

結果と考察 

セルの作製に用いた異なる 2種類の透明導
電性膜ガラス基板の可視領域での透過率は同
等であるが，900nmよりも長波長域では，FTO
基板と異なり，TTO基板は 70%程度の透過率を

維持していた(Fig.2)．セルの EQEスペクトル
を測定したところ，第一励起子吸収に対応する
EQE(@1.6m)は，FTO基板を用いたセルは，20%
であった．一方，TTO基板で作製したセルでは，
コロイド量子ドット太陽電池において報告例
のない，38%に向上させることができた． 
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Fig. 2 Transmittance spectra of two different  
     transparent metal oxides 

Fig. 1 PbS QD/ZnO NW solar cell structure 
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